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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Prioritat
der provisorischen Patentanmeldung mit der Seri-
en-Nummer 60/163,043, die am 2. November 1999
eingereicht wurde und die dem hierin genannten An-
melder zugehdrig ist, wobei die provisorische Anmel-
dung hiermit Teil der vorliegenden Anmeldung ist.

[0002] Diese Erfindung betrifft allgemein Strah-
lungs-Bildaufnahmevorrichtungen und insbesondere
die Einbeziehung eines lichtundurchlassigen Materi-
als, um das Ubersprechen zu verringern, das von der
anhaltenden Photoleitfahigkeit des Transistors, der
nichtlinearen Pixelantwort und der schlechten Struk-
turbestandigkeit der Durchkontaktierung verursacht
wird.

[0003] Die WO 98/32173 beschreibt eine korrosi-
onsbestandige Bildaufnahmevorrichtungen, die ge-
genuber der durch Feuchtigkeit verursachten zuneh-
menden Schadigung oder Degeneration bestandig
ist.

[0004] Die japanischen Patenzusammenfassungen,
Vol 1997, Nr. 08, vom 29. August 1997 und die JP
09090048 vom 4. April 1997 beschreiben einen
Strahlungsdetektor, der verhindert, dass das S/N (Si-
gnal/Rausch-Verhaltnis) eines Photodetektors auf
Grund von Stromleckagen eines TFTs abnimmt.

[0005] Strahlungs-Bildaufnahmevorrichtungen sind
typischerweise mit einem Szintillator gekoppelt, wor-
in die Strahlung (wie beispielsweise ein Rdntgen-
strahl), die in dem Szintillator absorbiert wird, opti-
sche Lichtquanten oder Photonen emittiert, die wie-
derum in einen lichtempfindlichen Bereich der Bild-
aufnahmevorrichtungen gelangen. Die Vorrichtung
weist typischerweise ein im Wesentlichen flaches
Substrat (beispielsweise Glas) auf, auf dem ein zwei-
dimensionales Array von lichtempfindlichen Pixeln
angeordnet ist. Jeder Pixel weist ein lichtempfindli-
ches Bildaufnahmeelement (Photosensor) auf, wie
beispielsweise eine Photodiode, und ein zugeordne-
tes Schaltelement, wie beispielsweise einen Dinn-
filmtransistor (TFT). Sowohl die Photodioden als
auch die TFTs weisen bevorzugt ein hydriertes amor-
phes Silizium (dotiert oder nicht dotiert) oder eine Le-
gierung hiervon auf, dies auf Grund der vorteilhaften
Eigenschaften des Ma terials und weil es mit diesem
Material relativ leicht herzustellen ist. Hydriertes
amorphes Silizium wird gewdhnlich als ,amorphes Si-
lizium" oder ,a-Si" bezeichnet und das lichtempfindli-
che Pixelarray, das vorstehend diskutiert wurde, wird
typischerweise als ,aktiv" bezeichnet. In der aktiven
Flache der Bildaufnahmevorrichtung sind ebenfalls
Adressierungsverbindungen aus Metall enthalten,
die elektrisch mit den Pixeln verbunden sind.

[0006] Uber jede Photodiode wird eine Sperrvor-
spannung angelegt. Die Ladung, die in der Photodio-
de als Ergebnis der Absorption der Lichtquanten aus
dem Szintillator erzeugt wird, wird durch Kontakte er-
fasst, wodurch die Vorspannung tber der Diode er-
niedrigt wird.

[0007] Diese erfasste Ladung wird ausgelesen,
wenn die TFT-Schalteinrichtung in dem Array die
Photodiode mit der Ausleseelektronik mittels einer
Adressierungsverbindung verbindet.

[0008] Die Adressierungsverbindungen des aktiven
Arrays sind elektrisch mit Kontakt-Fingern verbun-
den, die sich von den aktiven Pixelbereich in Rich-
tung der Kanten des Substrates hin erstrecken, wo-
bei diese wiederum, typischerweise durch Durchkon-
taktierungen, elektrisch mit Kontaktpads verbunden
sind. Die elektrische Verbindung zu der externen An-
steuerung der Scann-Leitung und der Auslese-Schal-
tung der Datenleitung wird an den Kontaktpads vor-
genommen.

[0009] In dem aktiven Bereich wird eine optimale
rdumliche Auflésung und ein Kontrast des Signals,
das in dem Array erzeugt wird, erreicht, wenn die ein-
fallenden optischen Lichtquanten aus dem Szintilla-
tor im Wesentlichen nur von den Photodioden absor-
biert werden, die direkt nach dem Bereich des Szin-
tillators ausgerichtet sind, in dem die optischen Licht-
quanten erzeugt werden. Die optischen Lichtquanten
von dem Szintillator werden jedoch oft gestreut, so
dass diese in die TFT-Schaltungseinrichtung oder die
Adressierungsverbindung gelangen. Eine derartige
Streuung und Absorption bereitet Probleme durch
anwachsendes Ubersprechen und Rauschen in dem
Array. Das Ubersprechen verringert die raumliche
Auflésung des Arrays und die Absorption der opti-
schen Lichtquanten in den TFT-Schalteinrichtungen
kann dazu fiihren, dass falsche Signale in die Ausle-
seelektronik geleitet werden.

[0010] Auf diese Weise fallt, obwohl das Licht von
dem Szintillator die umgekehrte Vorspannung der Di-
ode (des gewtlinschten Signals) entladt, dasselbe
Licht ebenso auf das a-Silizium in dem TFT und er-
zeugt einen Photostrom, der durch die hohe Sour-
ce-Drain-Spannung angesteuert wird. Dieser Photo-
strom bleibt auch bestehen, nachdem die Lichteinwir-
kung vorlber ist. Folglich wird, wenn die Pixel in der
Flache unter dem Objekt ausgelesen werden, auch
nachdem der Rdntgenstrahl oder andere Strahlung
abgeschaltet wurde, ein Teil von dem anhaltenden
Photostrom von den nicht gelesenen Pixeln durch
den Ausleseverstarker integriert. Eine zuséatzliche
Auswirkung des Photostroms ist die Erzeugung einer
nichtlinearen Antwort durch den Pixel, der auftritt, da
Ladung auf Grund dieses Leackagestroms aus der
Photodiode verloren gegangen ist.
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[0011] Es ist somit deutlich geworden, dass die
TFT-Photoempfindlichkeit, die Leistungsfahigkeit ei-
ner a-Si-Strahlungsbildaufnahmevorrichtung verrin-
gern kann. Darlber hin aus, beispielsweise bei ho-
hen aber klinisch relevanten Rontgenbestrahlungsni-
veaus, entwickeln die Photodioden in Pixeln, die nicht
das durch das zu untersuchende Objekt abge-
schwachte Rontgensignal aufweisen, eine hohere
Source-Drain-Spannung des Feldeffekttransistors
(FET) und folglich steigt der FET-Photostrom an.

[0012] Zusatzlich zu den vorstehend genannten
Problemen besteht ein weiteres Bedenken darin,
dass die Strukturbestandigkeit der Durchkontaktie-
rungen, die in den Kontakt-Fingern aul3erhalb des ak-
tiven Bereichs des Arrays lokalisiert sind, oft wahrend
der Herstellung und der Verarbeitung gefahrdet sind.
Die Durchkontaktierungen sind mit einem gewohnli-
chen Elektrodenmaterial gefillt, das ein lichtdurch-
Iassiges leitendes Oxid, typischerweise Indiumzinno-
xid (ITO), Zinnoxid, Indiumoxid, Zinkoxid oder Ahnli-
ches enthalt. Die externe elektrische Verbindung von
den Kontaktpads zu dem unterliegenden Metall der
Adressierungsverbindungen, die sich von dem akti-
ven Array erstrecken, wird durch die gemeinsame
Elektrode in der Durchkontaktierung ermaglicht.

[0013] Die relativ diinne (ungefahr 100 nm) Schicht
der gemeinsame Elektrode muss eine kontinuierliche
Schicht Gber der darunter liegenden, relativ dicken (1
bis 2 um) lichtdurchlassigen dielektrischen Schicht in
den Durchkontaktierungen bilden. Da das ITO so
dinn ist und da es auf Grund seiner polykristallinen
Natur porés werden kann, kann der Kontakt zu dem
Material der darunter liegenden Adressierungsver-
bindungen in den Kontakt-Fingern wahrend der Ver-
arbeitung verschlechtert werden, dies insbesondere
durch chemischen Angriff des darunter liegenden
Metalls und der ITO-Metall-Grenzschicht.

[0014] Somit ist deutlich geworden, dass ein Array
einer Bildaufnahmevorrichtung, in dem die TFTs vor
den einfallenden optischen Lichtquanten abge-
schirmt sind, winschenswert ist. Dartber hinaus ist
ebenso eine Verbesserung der elektrischen Ausbeu-
te und der mechanischen Robustheit der Durchkont-
aktierungen wunschenswert. Es gibt deshalb einen
Bedarf an einer Einrichtung, um die Photoempfind-
lichkeit der TFTs zu verringern, ohne die Leistungsfa-
higkeit der Bildaufnahmevorrichtung anderweitig zu
verringern, wahrend ebenso die Strukturbestandig-
keit der gemeinsamen Elektrode, der Durchkontak-
tierungen und anderer Strukturen der Bildaufnahme-
vorrichtungen aufrechterhalten oder verbessert wer-
den soll.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0015] Die vorliegende Erfindung enthalt eine An-
ordnung fir eine Strahlungs-Bildaufnahmevorrich-

tung, die eine opake Abschirmung aufweist, die im
Wesentlichen einen photosensitiven Bereich einer
auf einem Substrat angeordneten Schalteinrichtung
vollstandig Uberdeckt, wie diese in dem nachfolgen-
den Anspruch 1 definiert ist. Der photosensitive Be-
reich weist einen lichtempfindlichen Bereich einer
Halbleiterschicht auf und dieser lichtempfindliche Be-
reich Uberdeckt eine untere leitende Metallschicht,
aber ist unbedeckt von einer ersten oberen leitenden
Metallschicht und einer zweiten oberen leitenden Me-
tallschicht, die die Halbleiterschicht bedecken. Daru-
ber hinaus enthalt die Anordnung eine lichtdurchlas-
sige dielektrische Schicht, die den photosensitiven
Bereich Uberdeckt und eine gemeinsame Elektrode,
die zwischen der lichtdurchlassigen dielektrischen
Schicht und der opaken Abschirmung angeordnet ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] Fig. 1 ist eine Ansicht einer Bildaufnahme-
vorrichtung gemaf der vorliegenden Erfindung.

[0017] Fig.2 ist eine Explosionszeichnung eines
Segments des aktiven Arrays in der Bildaufnahme-
vorrichtung von FEig. 1.

[0018] Fig. 3 und Fig. 4 sind Querschnittsansich-
ten, die entlang der Linie 2-2 des Bereiches des Ar-
raysegments von Fig. 2 wahrend der Herstellung ge-
macht sind.

[0019] Fig. 5 ist eine Explosionsansicht eines Seg-
ments eines Kontakt-Fingers in der Bildaufnahme-
vorrichtung von FEia. 1.

[0020] Fig. 6a-Fig. 6¢c sind Querschnittsabsichten
von beispielhaften Ausfuhrungsformen, die entlang
der Linie 5-5 eines Bereiches des Kontakt-Fingers
von Fig. 5 gemacht sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0021] Die vorliegende Erfindung spricht die Proble-
me des Ubersprechens an, das durch die Photoemp-
findlichkeit des Transistors, eine nichtlineare Pixe-
lantwort und die Integritdt der Durchkontaktierung
verursacht sind. Durch Einbeziehung eines lichtun-
durchlassigen Materials in die Struktur der Bildauf-
nahmevorrichtung werden optische Lichtquanten
oder Photonen daran gehindert in eine Schalteinrich-
tung zu gelangen und absorbiert zu werden. Dartber
hinaus, wenn das lichtundurchlassige Materials ver-
wendet wird, um geflllte Durchkontaktierungen in
dem Bereich des Kontakt Fingers der Bildaufnahme-
vorrichtung zu bedecken, bleibt der Aufbau der
Durchkontaktierung wahrend aufeinander folgender
Prozessschritte erhalten.

[0022] Fig. 1 ist eine Ansicht von oben einer bei-
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spielhaften Strahlungs-Bildgebungsvorrichtung 10
gemal der vorliegenden Erfindung. Der lichtundurch-
Iassige Aspekt der vorliegenden Erfindung ist aus
Grunden der Vereinfachung nicht in Fig. 1 gezeigt.
Die Bildgebungsvorrichtung 10 wird typischerweise
auf einem im Wesentlichen flachen Substrat 12 ange-
ordnet, das gewdhnlich aus Glas gefertigt ist. Die
Bildgebungsvorrichtung 10 enthalt ein aktives Array
14, das Photosensoren, beispielsweise lichtempfind-
liche Bildgebungselemente (nicht gezeigt) enthalt,
die vorzugsweise Photodioden sind. Jedes Bildge-
bungselement hat ein zugehoriges Schaltelement
(nicht gezeigt), das bevorzugt ein Dinnfilmtransistor
(TFT) ist. Die Kombination jedes Photosensors mit
der Schalteinrichtung (beispielsweise Photodiode
und TFT) wird als ,Pixel" bezeichnet. Die Pixel sind in
einer Matrix von Spalten und Zeilen angeordnet und
jedes Pixel ist typischerweise so in dem aktiven Array
14 positioniert, dass dieses von den optischen Pho-
tonen bestrahlt wird, die von einem Szintillator (nicht
gezeigt) kommen, der optisch mit der Bildgebungs-
vorrichtung gekoppelt ist.

[0023] Es sollte klar sein, dass die nachfolgend be-
schriebene Erfindung nicht auf die Verwendung von
TFTs und Photodioden, die im Folgenden nur zu Bei-
spielzwecken diskutiert werden, beschrankt ist. An-
dere geeignete Schalteinrichtungen und/oder Photo-
sensoren kdnnen stattdessen verwendet werden, wie
dies fur den Fachmann bekannt sein wird.

[0024] Die Strahlungs-Bildgebungsvorrichtung 10
enthalt eben so mehrere Adressierungsverbindun-
gen 11 zur Adressierung einzelner Pixel in dem Pho-
tosensor-Array 14. Jede der Adressierungsverbin-
dung 11 ist entweder eine Datenleitung 32, die im
Wesentlichen entlang einer ersten Achse 101 der
Bildgebungsvorrichtung 10 ausgerichtet ist, oder eine
Scann-Leitung 36, die im Wesentlichen entlang einer
zweiten Achse 102 der Bildgebungsvorrichtung 10
ausgerichtet ist. Die vorstehend genannten ersten
und zweiten Achsen liegen senkecht zueinander. Zu
Veranschaulichungszwecken sind in Eig. 1 nur einige
Datenleitungen 32 und Scann-Leitungen 36 darge-
stellt, die sich tber das Array 14 erstrecken, obwonhl
jeder Satz dieser Adressierungsverbindungen 11
sich typischerweise Uber das Array 14 erstrecken
wurde. Scann- und Datenleitungen sind jeweils in
Zeilen und Spalten angeordnet, sodass jeder Pixel in
dem aktiven Array 14 durch eine Scann-Leitung und
eine Datenleitung adressierbar ist. Im Betrieb ist die
Spannung in den Scann-Leitungen 36 der Zeile ein-
geschaltet und dadurch die TFTs, die es erlauben,
dass die Ladung auf jeder gescannten Photodiode
der Leitung mit den Datenleitungen 32 der Spalte, die
mit einem externen Verstarker verbunden ist, ausge-
lesen wird. Die Adressierungsverbindungen 11 wei-
sen ein leitendes Material auf, wie beispielsweise
Chrom, Molybdan, Aluminium, Tantal, Wolfram, oder
Ahnliches.

[0025] Wie dargestellt sind die Adressierungsver-
bindungen 11 (beispielsweise Scann-Leitung 36 und
Datenleitung 32) in dem aktiven Bereich in Richtung
des Pixel-Arrays 14 angeordnet, wobei die Kon-
takt-Finger 20 sich von dem aktiven Bereich in Rich-
tung der Kante des Substrates 12 erstrecken. Jeder
Kontakt-Finger 20 ist typischerweise in der Bildge-
bungsvorrichtung 10 so angeordnet, dass ein Metall-
fortsatz 112 sich elektrisch von einer dazugehdrigen
Adressierungsverbindung 11 erstreckt. Zusatzlich ist
jeder Metallfortsatz 112 von jedem Kontakt-Finger 20
elektrisch mit einem dazugehdrigen Kontaktpad 18
verbunden, das elektrisch mit einer externen Einrich-
tung verbunden ist, wie dies als Ansteuer- und Ausle-
seschaltung in Fig. 1 dargestellt ist. Das Kontaktpad
18 ist jedoch typischerweise so angeordnet, das dies
elektrisch von dem Metallfortsatz 112 isoliert ist und
die elektrische Verbindung wird hierbei durch die
Durchkontaktierungen (nicht gezeigt) zu dem Kon-
takt-Finger 20 erfolgen. Das Kontaktpad 18 weist ein
leitendes Material auf, wie beispielsweise Aluminium,
Molybdan, Chrom, Indiumzinnoxid oder Ahnliches
oder alternativ Vielfachschichten des leitenden Mate-
rials, wie beispielsweise Indiumzinnoxid tber Molyb-
dan. Kontaktpads und Verbindungen durch eine ge-
meinsame Elektrode zu dem Array werden gemein-
sam in dem US Patent Nr. 5,399,775 von Kwasnick et
al. diskutiert.

[0026] Fig. 2 ist eine vergréRerte ebene Ansicht ei-
nes reprasentativen Pixelbereichs 140 des aktiven
Arrays 14 von Eig. 1. Der Pixelbereich 140 enthalt die
Schalteinrichtung 130, die typischerweise ein TFT ist,
der elektrisch jeweils mit einem Photosensor 160 ge-
koppelt ist, typischerweise eine Photodiode, und der
mit den Adressierungsverbindung 11 verbunden ist.

[0027] In Ubereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung zeigt Fig. 2 eine opake Abschirmung (der au-
Rere Umfang von dieser ist mit gestrichelten Linien
dargestellt), die ein ,lichtundurchlassiges, oder opa-
kes Material enthalt, das im Wesentlichen einen pho-
tosensitive Bereich (250 in den Fig. 3 und Fig. 4) der
Schalteinrichtung (beispielsweise dem TFT) 130 ab-
deckt. Dieser photosensitive Bereich enthalt einen
lichtsensitiven Teilbereich 151 der Halbleiterschicht
136, typischerweise a-Sl. Der lichtsensitive Bereich
251 ist schraffiert gezeigt und tberlappt mit der dar-
unter liegenden leitenden Metallschicht 132, bei-
spielsweise der Gate-Elektrode. Eine erste leitende
Metallschicht (beispielsweise die Source-Elektrode)
144 und eine zweite oben liegende leitende Metall-
schicht (beispielsweise die Drain-Elektrode) 142
Uberlappen mit der Halbleiterschicht 136, aber de-
cken den licht- oder photosensitiven Bereich 251
nicht ab. Folglich ist der photosensitive Teilbereich
251 frei von der ersten oberen leitenden Metall-
schicht, der Source-Elektrode 144, und der zweiten
unteren leitenden Metallschicht, der Drain-Elektrode
142. Der Ausdruck ,frei" wird vereinbarungsgemaf
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hierin verwendet und bezieht sich auf den Teilbereich
251, der nicht durch die daruber liegende erste und
zweite leitende Metallschichten 142 und 144 abge-
deckt ist. Darliber hinaus ist das Halbleitermaterial,
das unter der Source 144 und der Drain 142 liegt
nicht Teil des lichtempfindlichen Bereichs 251, da die
Source 144 und die Drain 142 opak sind. Ein Chan-
nelbereich 145, der Teil des photoempfindlichen Be-
reichs 250 ist, trennt) lateral die erste obere leitende
Metallschicht 144 (Source) von der zweiten oberen
leitenden Metallschicht 142 (Drain). Die Gate- oder
untere leitende Metallschicht 132 bildet ebenfalls die
Scann(Zeilen)-Leitung 36 (Adressierungsverbindung
11) und die Drain- oder zweite obere leitende Metall-
schicht bildet die Daten-(Spalte) Adressierungsver-
bindung 32 (oder 11).

[0028] Das lichtundurchlassige Material aus dem
eine opake Abschirmung 195 gebildet ist, ist vorzugs-
weise ein lichtabsorbierendes leitendes Metall, wie
beispielsweise Molybdan (Mo), Chrom (Cr), Tantal
(Ta), Aluminium (Al) oder Ahnliches. Das Material
kann jedoch stattdessen ein Halbleitermaterial sein,
wie beispielsweise amorphes Silizium, oder alternativ
ein lichtabsorbierendes, nicht leitendes Material, wie
beispielsweise eine gefarbte organische Schicht oder
Kohlenstoff auf Metalloxid Partikeln, die in einer Ma-
trix fein verteilt sind. Die hierbei verwendeten Begriff
Jichtundurchlassig" und ,opak" beziehen sich beide
auf ein Material, das einen Absorptionskoeffizienten
fur Licht von groRer als eins haben, aber bevorzugt
zwei ist, ist ein MaR fur die Eigenschaft oder Fahig-
keit des Materials Licht zu absorbieren, der Lichtab-
sorptionseigenschaft, und ist durch den negativen
Logarithmus (zur Basis 10) der Transmission gege-
ben (Transmission oder Durchlassigkeit ist der Anteil
des auf eine Probe fallenden Lichts, der durch diese
hindurchgelangt).

[0029] Die gemeinsame leitende Metallschicht 132
(Gate-Elektrode) weist ein leitendes Material, wie
beispielsweise Aluminium (Al), Chrom (Cr), Molyb-
dan (Mo), Tantal (Ta), Wolfram (Wo) oder Ahnliches
auf. Ebenso sind die erste obere leitende Metall-
schicht (Source-Elektrode) 144 und die zweite obere
leitende Metallschicht (Drain-Elektrode) 142 aus ei-
nem leitenden Metall, wie beispielsweise Aluminium,
Chrom, Molybdén, Tantal, Wolfram oder Ahnlichem
hergestellt.

[0030] Fig. 3 stellt eine Ansicht im Querschnitt 300
des Bereichs 140 von Fig. 2 entlang der Linie 2-2 dar.
In Fig. 3 ist die Schicht aus lichtabsorbierendem Ma-
terial 190 jedoch noch nicht strukturiert worden, um
die opake Abschirmung 195 zu bilden. In Fig. 3 weist
der reprasentative Pixel 120 aus dem aktiven Bereich
der Bildgebungsvorrichtung den TFT 130 auf, der
elektrisch mit der Photodiode 160 durch die erste
obere leitende Metallschicht 144, beispielsweise der
Source-Elektrode, verbunden ist.

[0031] Im beispielhaften Pixel 120, der in Fig. 3 ge-
zeigt ist, ist der TFT 130 auf dem Substrat 12 ange-
ordnet. Die dielektrische Schicht des Gates 134, die
typischerweise ein anorganisches dielektrisches Ma-
terial ist, wie beispielsweise Siliziumdioxid, Silizium-
nitrid, Silizium-Oxy-Nitrid oder Ahnliches, ist (iber der
Gate-Elektrode 132 (beispielsweise die gemeinsame
leitende Metallschicht) angeordnet. Die Halbleiter-
schicht 136, die amorphes Silizium oder Ahnliches
aufweist, ist Uber der dielektrischen Schicht des
Gates 134 angeordnet. Die dotierte Halbleiterschicht
138, die typischerweise n+ dotiertes a-Si aufweist, ist
Uber der a-Si-Schicht 136 angeordnet. Diese Schich-
ten Uber der Gate-Elektrode 132 sind strukturiert, um
den Korper des TFTs 130 zubilden. Der TFT 130
weist ferner die erste obere leitende Metallschicht
144, beispielsweise die Source-Elektrode, und die
zweite obere leitende Metallschicht 142, beispiels-
weise die Drain-Elektrode, auf, die tUber den Korper
des TFTs angeordnet sind und lateral durch den
Channel-Bereich 145 beabstandet sind. Der Chan-
nel-Bereich 145 ist durch die Entfernung der n+ do-
tierten Siliziumschicht 138 und Teile der Halbleiter-
schicht 136 in dem Bereich zwischen der Sour-
ce-Elektrode 144 und der Drain-Elektrode 142 ange-
ordnet. Die Passivierungsschicht 150 des TFTs, die
typischerweise ein anorganisches Material, wie bei-
spielsweise Siliziumoxid, Siliziumnitrid, Siliziumoxy-
nitrid oder Ahnliches aufweist, ist tiber dem TFT 130
angeordnet. Die TFT-Passivierungsschicht 150 hat
typischerweise eine Dicke in einem Bereich zwischen
0,1 ym und 1 ym. Der photosensitive Bereich 250 des
TFTs 130 enthalt den lichtempfindlichen Bereich 251
der a-Si Halbleiterschicht 136, die die Flache der
Gate-Elektrode 132 abdeckt, wie dies in den FEiq. 2
und FEig. 3 dargestellt ist. Der lichtempfindliche Be-
reich 251 ist frei von leitendem Metall, das die Source
und Drain-Elektroden 144 und 142 bildet. Die Ele-
mente, die einen photosensitiven Bereich 250 auf-
weisen sind alle vertikal iber dem Substrat 12 ausge-
richtet.

[0032] Die Photodiode 160 ist auf dem Substrat 12
angeordnet und ist elektrisch mit dem TFT 130 mittels
der Source-Elektrode 144 verbunden. Die Insel des
Photosensors 164 ist in elektrischem Kontakt mit der
gemeinsamen Kontakt-Elektrode 162. Die Insel des
Photosensors 164 ist typischerweise mesa-geformt,
mit Seitenwanden, die nach oben und nach innen von
dem Substrat 12 in Richtung zu einer oberen Flache
165 ausgebildet sind. Die Photosensorinsel 164
weist typischerweise a-Si oder Kombinationen von
a-Si und anderen Materialien, beispielsweise
a-Si-Karbid oder a-Si Germanium, auf. Die Photo-
sensorinsel weist typischerweise ferner diinne Ban-
der von einem n-dotierten Bereich (nicht gezeigt) und
einem p-dotierten Bereich (nicht gezeigt) jeweils am
Boden und oben an der Inselstruktur auf, um den
elektrischen Kontakt mit den verbundenen Elektro-
den zu verbessern und um die p-i-n Diodenstruktur
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zu bilden. Die Dicke der Photosensorinsel 164 ist ty-
pischerweise zwischen 0,1 Mikrometern und 10 Mi-
krometern, obwohl in einigen Anordnungen die Dicke
gréRer als 10 Mikrometer liegen kann. Um die ge-
wiinschte Inselstruktur auszubilden (sowie andere
Eigenschaften, die in der Bildaufnahmevorrichtung
enthalten sind) werden das amorphe Silizium und
verwandte Materialien typischerweise durch eine
plasmagestitzte chemische Abscheidung in der
Dampfphase (PECVD) oder ahnliche Verfahren ab-
geschieden und aufgebracht und dann beispielswei-
se durch Atzung strukturiert.

[0033] In Ubereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung wird die lichtdurchlassige dielektrische
Schicht 170 dann Uber die gesamte Bildaufnahme-
vorrichtung, einschlieBlich jeder Pixel 120 des akti-
ven Arrays und der Flachen aul3erhalb des Arrays,
wie beispielsweise die Kontakt-Finger (nicht gezeigt)
abgeschieden. Die Dicke der lichtdurchlassigen die-
lektrischen Schicht 170 reicht typischerweise von un-
gefahr 0,1 ym bis ungefahr 2 um. Der hierbei verwen-
dete Begriff lichtdurchlassig" bedeutet, dass mindes-
tens 10 % des einfallenden Licht hindurchdringt, aber
vorzugsweise ungefahr 90 % bis 100 %. Die licht-
durchlassige dielektrische Schicht 170 weist entwe-
der eine thermisch stabiles organisches dielktrisches
Material, ein anorganisches dielektrisches Material
oder eine Kombination von organischem und anorga-
nischem Material (zwei Dielektrika) auf. Beispiele von
geeigneten organischen dielektrischen Materialien
schlieRen Polyimide, Polyamide, Polykarbonate, Po-
lyester, Polyphenylester, Acryle und Gemische hier-
von ein. Beispiele fur anorganische dielektrische Ma-
terialien schlieen Siliziumnitrid und/oder Siliziumo-
xid ein. Die vorstehend genannten zweifachen Die-
lektrika werden gemeinsam in dem erteilten US-Pa-
ten Nr. 5,233,181 von Kwasnick et al diskutiert.

[0034] Wenn die dielektrische Schicht 170 ein anor-
ganisches Polymer ist, wie beispielsweise Polyimid,
kénnen konventionelle Beschichtungsverfahren ver-
wendet werden, um die dielektrische Schicht auf die
Struktur aufzubringen. Derartige Verfahren enthalten
»opinning" oder ,Meniskus-Beschichten". Anorgani-
sche Dielektrika, wie beispielsweise Siliziumoxid, Si-
liziumnitrid oder Siliziumoxinitrid kbnnen aufgebracht
werden, beispielsweise durch plasmagestitztes che-
misches Abscheidung in der Dampfphase (PECVD).
Ein zweifaches Dielektrikum, das typischerweise an-
organische Dioden-Dielektrika und eine Polymer-
schicht in unterschiedlichen Konfigurationen auf-
weist, kann unter Verwendung einer Kombination der
Verfahren aufgebracht werden.

[0035] Nach dem Prozess des Aufbringens wird die
lichtdurchlassige Schicht 170 gewdhnlich strukturiert
(unter Verwendung allgemein bekannter Techniken),
um mehrere Kontaktflachen abzudecken. Jede Kon-
taktflache 165 liegt auf dem jeweiligen Photosensor

oder der Photodiode 160 obenauf, wie dies in Fig. 3
gezeigt ist.

[0036] Nachdem die lichtdurchlassige dielektrische
Schicht 170 strukturiert worden ist, wird die gemein-
same Elektrodenschicht 180 uber die Bildaufnahme-
vorrichtung so aufgebracht, dass diese Uber die licht-
durchlassige dielektrische Schicht 170 angeordnet
und in elektrischen Kontakt mit der Kontaktflache 165
der Photodiode 130 ist. Die Dicke der gemeinsamen
Elektrodenschicht 180 reicht von ungefahr 50 bis un-
gefahr 200 nm, aber ist gewohnlich ungefahr 100 nm.
Die gemeinsame Elektrode 180 weist typischerweise
ein lichtdurchlassiges leitendes Oxid (180) auf, wie
beispielsweise Indiumzinnoxid, Zinnoxid, Indiumoxid,
Zinkoxid oder Ahnliches.

[0037] Die Schicht 190, die das vorstehend be-
schriebene opake oder lichtundurchlassige" Material
aufweist, wird dann typischerweise durch Sputtern
oder Zerstauben oder PECVD Uber die gemeinsame
Elektrode 180 aufgebracht, um sowohl die aktiven
wie auch die inaktiven Bereiche der Bildaufnahme-
vorrichtung 10 abzudecken. Die Dicke der opaken
Schicht 190, die auf die gemeinsame Elektrode 180
aufgebracht ist, reicht bevorzugt von ungefahr 20 bis
ungefahr 200 nm, aber betragt tblicherweise unge-
fahr 50 nm. Es kann jedoch eine duinnere oder dicke-
re Schicht 190 verwendet werden, die von ungefahr
10 nm bis ungeféahr 500 nm reicht. Bezogen auf die
opaken Polymere, die im erteilten US-Paten Nr.
5,517,031 von Wie et al. offenbart sind, ist die Licht-
absorption des vorliegenden lichtundurchlassigen
Materials, das bei der Bildung der lichtundurchlassi-
gen Schicht 190 nitzlich ist, groRer als die der opa-
ken Polymere, so kdnnen diinnere Schichten, die ein-
facher zu handhaben und zu verarbeiten sind, ver-
wendet werden.

[0038] Die opake Schicht 190 wird dann unter Ver-
wendung konventioneller Verfahren der Photolitho-
graphie strukturiert, die das Atzen und die Schritte
des Abzugs des Photoresists beinhalten, um die opa-
ke Abschirmung 195 auszubilden, wie dies in den
Fig. 2 und Fig. 4 dargestellt ist. Die Schritte des Auf-
bringens und Strukturieren der opaken Schicht 190
kénnen vor und nach dem Aufbringen und/oder der
Strukturierung der gemeinsamen Elektrode 180
durchgefiihrt werden. Diese Schritte (beispielsweise
Aufbringen und Strukturieren der opaken Schicht
190) werden jedoch vorzugsweise nach dem Aufbrin-
gen der gemeinsamen Elektrode 180 durchgefiihrt,
aber vor dem Strukturieren der gemeinsamen Elek-
trode 180. Wie in Fig. 4 gezeigt ist, bedeckt die opa-
ke Abschirmung 195 im Wesentlichen (ungefahr 90
% oder mehr) den photoempfindlichen Bereich 250,
der im Wesentlichen Gber dem gesamten (ungefahr
90 % oder mehr) lichtempfindlichen Bereich 251 der
a-Si-Schicht 136 liegt, wobei diese Uber der gemein-
samen leitenden Metallschicht (Gate-Elektrode) 132

6/14



DE 60033913 T2 2007.12.06

in dem TFT-Bereich liegt. Die Abschirmung 195 ragt
gewodhnlich dort mit ungefahr 2 ym oder mehr Uber
die Kanten des a-Si-Bereichs 251 hinaus, wo dieser
das Gate 132 uberlappt. Dieser Uberlapp beriicksich-
tigt Ausrichtungsfehler oder schlechte Ausrichtung
wahrend der Photolithographie, die bei groflachigen
Substraten auftritt. Dieser Fortsatz ist ebenso in
Fig. 2 dargestellt, wo die opake Abschirmung 195 ge-
zeigt ist, die Uber den Bereich 251 hinaus ragt.

[0039] Wie vorstehend festgestellt wurde, ist die
lichtdurchlassige dielektrische Schicht 170 Uber die
Kontakt-Finger 20 ebenso wie Uber den aktiven Be-
reich der Bildaufnahmevorrichtung 10 aufgebracht
(Fig. 1). Folglich, wenn die lichtdurchlassige Schicht
170 so strukturiert ist, dass die Kontaktflache 165 un-
bedeckt bleibt (Fig. 3), kann ebenfalls mindestens
eine Durchkontaktierung in der dielektrischen
Schicht, die jeden Kontakt-Finger bedeckt, ausgebil-
det werden. Wie dies in den Fig. 6a bis Fig. 6¢c ge-
zeigt ist, die nachfolgend genauer beschrieben wer-
den, erstreckt sich jede Durchkontaktierung 21 durch
die lichtdurchlassige dielektrische Schicht 170 bis
zum Metallfortsatz 112. Daruber hinaus ist zur glei-
chen Zeit, in der die gemeinsame Elektrode 180 auf
die lichtdurchlassige dielektrische Schicht 170 aufge-
bracht wird, wie dies vorstehend beschrieben wurde,
diese ebenfalls in die Durchkontaktierung 21 ge-
bracht. Gleichermalen ist die lichtundurchlassige
Materialschicht 190 auf die gemeinsame Elektrode
180 aufgebracht, die Uber der gesamten Anordnung
der Bildaufnahmevorrichtung 10, einschlieBlich der
Kontakt-Finger 20 liegt.

[0040] Optional kann die lichtundurchlassige
Schicht gleichzeitig strukturiert werden (gemeinsam
mit der TFT opaken Abschirmung, die vorstehend be-
schrieben wurde), um die opake Abdeckungen 198
Uber den gefiillten Durchkontaktierungen 21 auszu-
bilden. Eine derartige Abdeckung verbessert die Be-
standigkeit des elektrischen Kontakts in der Durch-
kontaktierung und schitzt ebenso die Durchkontak-
tierung vor Angriffen wéahrend der Atzung des lichtun-
durchlassigen Materials wahrend der Herstellung der
TFT opaken Abschirmung.

[0041] In Ubereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung zeigt Fig. 5 eine derartige opake Abdeckung
198 und stellt einen vergroRerten Teilbereich 500 des
Kontakt-Fingers 20 von Fig. 1 dar. Zur Vereinfachung
ist das Substrat auf dem der Kontakt-Finger 20 auf-
gebracht ist, nicht in Fig. 5 gezeigt. Der Teilbereich
500 ist eine Draufsicht der Durchkontaktierung 510
des Kontakt-Fingers 20 nachdem das lichtundurch-
Iassige Material aufgebracht und strukturiert wurde.

[0042] Wie dies in Eig. 5 gezeigt ist, weist der Be-
reich der Durchkontaktierung 510 die Metallfortsatze
112 (beispielsweise aus Molybdan, Chrom oder Alu-
minium) auf, die einen Fortsatz einer Adressierungs-

verbindung 11 von dem aktiven Array 14, das in
Fig. 1 gezeigt ist, darstellt. Die Adressierungsverbin-
dung 11 erstreckt sich von der Gate-Elektrode 232
oder alternativ von der Drain-Elektrode 142 aus
Fig. 2. Uber dem Metallfortsatz 112 ist die vorste-
hend beschriebene lichtdurchlassige dielektrische
Schicht, die eine einfache oder doppelte (zweifach di-
elektrische Schicht) Schicht sein kann. Wie in dies
Fig. 5 gezeigt ist, ist die dielektrische Schicht eine
zweifache dielektrische, die eine anorganische die-
lektrische Schicht 171 (beispielsweise Siliziumoxid,
Siliziumnitrid oder Siliziumoxinitrid) aufweist, und die
Uber der organischen dielektrischen Schicht 172 (bei-
spielsweise Polyimid) liegt, die strukturiert worden
sind, um die Durchkontaktierung 21 auszubilden.
Nachdem die Durchkontaktierung 21 gebildet ist,
wird die lichtdurchlassige gemeinsame Elektrode
180, vorzugsweise ITO, lber die Dielektrika 171 und
172 und in die Durchkontaktierung 21 aufgebracht.
Die geflillte Durchkontaktierung 21 ermoglicht eine
elektrische Verbindung zwischen dem Metallfortsatz
112 des Fingers 20 und dem Kontaktpad 18 (Fig. 1),
das dasselbe Material wie die gemeinsame Elektrode
180 aufweist (beispielsweise ITO). Uber der gemein-
samen Elektrode 180 ist die opake Abdeckung 198
(der Umfang von dieser ist als gestrichelte Linien ge-
zeigt), die das vorher beschriebene lichtundurchlas-
siges Material aufweist. Die opake Abdeckung 198 ist
strukturiert, um im Wesentlichen die gesamte (unge-
fahr 90 % und mehr) Durchkontaktierungen 21 abzu-
decken, durch die die gemeinsame Elektrode 180 der
darunter liegende Metallfortsatz 112 (von der dazu-
gehdrigen Adressleitung 11) und das Kontaktpad 18
(Eig. 1) verbindet. Bevorzugt erstreckt sich die Abde-
ckung 198 ungefahr 5 ym oder mehr Gber die Kanten
der Durchkontaktierung 21, auf Grund von unter-
schiedlichen Durchkontaktierungskanten. Die opake
Abdeckung 198 erstreckt sich im Allgemeinen nicht
Uber die Kanten des gemeinsamen Elektroden
(ITO)-Muster (gezeigt in Fig. 6), um das Risiko von
Kurzschlissen zwischen benachbarten Kontakt-Fin-
gern zu verringern.

[0043] Fig. 6a bis Fig. 6¢c zeigen alternative Aus-
fuhrungsformen, wobei jede eine Ansicht im Quer-
schnitt 600 des Bereiches 500 entlang der Linie 5-5
aus Fig.5 darstellt. Wie dies in den Fig. 6a bis
Fig. 6¢ gezeigt ist, ist der Metallfortsatz, der ein Fort-
satz der Adressierungsverbindung 11 (Fig. 1) ist, von
dem aktiven Array ist Uber dem Substrat 12 aufge-
bracht. Uber dem Metallfortsatz 112 ist ein lichtdurch-
lassiges Dielektrikum 170, das in dieser Darstellung
ein zweifaches Dielektrikum ist, das eine anorgani-
sche dielektrische Schicht 171 (beispielsweise Silizi-
umoxid, Siliziumnitrid, Siliziumoxinitrid) und eine or-
ganische Dielektrische Schicht 172 aufweist, die die
gesamte Schicht (Fig. 6a) oder Teilbereiche (Fig. 6¢)
der Schicht 171 lGberdeckt. Eig. 6b zeigt eine Ausfiih-
rungsform, worin die anorganische dielektrische
Schicht 172 Gber der Schicht 171 liegt und Uber die
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Metallfortsatze 112 ragt. Alternative Ausfihrungsfor-
men enthalten Anordnungen, worin beide Schichten
171 und 172 anorganische Dielektrika sind und worin
171 ein organisches Dielektrikum und 172 ein anor-
ganisches Dielektrikum ist. In den Fig. 61 bis Fig. 6c¢,
ist das Dielektrikum 170 (anorganisches Dielektrikum
und organisches Dieleketrikum) strukturiert worden,
um eine (mindestens eine) Durchkontaktierung 21
auszubilden und die lichtdurchldssige gemeinsame
Elektrode 180 ist gleichmaRig Uber die Dielektrika
170 und die gefillten Durchkontaktierung 21 aufge-
bracht worden (das heil3t, erstreckt sich Uber die To-
pographie der darunter liegenden Flache). Die elek-
trische Verbindung zwischen dem darunter liegenden
Metallfortsatz 112 und einem Kontaktpad 18 aus
Fig. 1 ist dadurch vereinfacht. Die opake Abdeckung
198 liegt im Wesentlichen Uber der gesamten mit Me-
tall gefullten Durchkontaktierung 21, wie dies vorste-
hend beschrieben wurde.

[0044] Nachdem die opake Abschirmung 195
(Fig. 2 und Fig. 4) und optional die opake Abdeckung
198 (Fig. 5 und 6) durch Strukturierung des Photore-
sists und Atzung ausgebildet sind, wird der struktu-
rierte Photoresist durch konven tionelle Prozesse
entfernt, wie beispielsweise Plasmaveraschung in O,
oder nasses Abziehen, das beides im Stand der
Technik bekannt ist. Wenn das lichtundurchlassige
Material, das verwendet wird, um die opake Abschir-
mung 195 und die opake Abdeckung 198 auszubil-
den Molybdan ist, dann kann dies nass geatzt wer-
den, indem Standartatzlésungen (beispielsweise Cy-
antek 12-S, das Salpetersaure und Phosphorsaure
aufweist) verwendet werden, wobei ITO fiir diese im
Wesentlichen undurchlassig ist. Die gemeinsame
Elektrode 180 wird nachfolgend entsprechend dem
Stand der Technik, der die Beschreibung der Bildauf-
nahmevorrichtung beschreibt, unter Verwendung von
HCl-enthaltenden Atzlésungen strukturiert.

[0045] Die Strahlungs-Bildaufnahmevorrichtung ist
durch die Ausbildung einer Barriereschicht (nicht ge-
zeigt) auf der gemeinsamen Elektrode 180, der Ab-
schirmung 195 und der Abdeckung 198, gefolgt von
der Kopplung an einen Szintillator (nicht gezeigt) ver-
vollstandigt. Der Szintillator ist Uber das aktive Array
angeordnet und weist ein Szintillationsmaterial auf,
das ausgewahlt ist einen hohen Absorptionsquer-
schnitt fir die gewlinschte zu detektierende Strah-
lung aufweist. Beispielsweise werden in Bildaufnah-
mevorrichtungen, die fir den Nachweis oder die De-
tektion von Rontgenstrahlung eingesetzt werden, ty-
pischerweise Casiumjodid, das mit Thallium dotiert
ist (CsJ:Th) oder mit Natrium dotiert ist (CsJ:Na), als
Szintillatormaterial verwendet, oder alternativ kann
das Szintillatormaterial ein Pulver aus Gadoliniumo-
xysulfat (GdOS) — Kristallen sein.

Patentanspriiche

1. Anordnung fir eine Strahlungs-Bildaufnahme-
vorrichtung (10), die aufweist:
(a) eine opake Abschirmung (195), die ein lichtun-
durchlassiges Material aufweist, wobei die opake Ab-
schirmung (195) im Wesentlichen einen photosensiti-
ven Bereich (250) einer auf einem Substrat (12) an-
geordneten Schalteinrichtung (130) vollstandig Gber-
deckt, wobei der photosensi tive Bereich aufweist:
einen lichtempfindliche Teilbereich (251) einer Halb-
leiterschicht (136), wobei der lichtempfindliche Teil-
bereich (251) eine untere leitende Metallschicht (132)
Uberdeckt und unbedeckt von einer ersten oberen lei-
tenden Metallschicht (144) und einer zweiten oberen
leitenden Metallschicht (142) ist, wobei die erste obe-
re leitenden Metallschicht (144) und die zweite obere
leitende Metallschicht (142) die Halbleiterschicht
(136) abdecken; und
(b) eine lichtdurchlassige dielektrische Schicht (170),
die den photosensitiven Bereich (250) abdeckt; und
(c) eine gemeinsame Elektrode (180), die zwischen
der lichtdurchlassigen dielektrische Schicht (170)
und der opaken Abschirmung (195) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung eine
opake Abdeckung (198) bildet, die im Wesentlichen
alle Durchkontaktierungen (21) der Kontakte ab-
deckt, die in einem Kontakt-Finger (20) ausgebildet
sind, wobei die opake Abdeckung (198) das lichtun-
durchlassige Material aufweist, und wobei der Kon-
takt-Finger (20) oberhalb des Substrates (12) ange-
ordnet ist und aufweist:
einen Metallfortsatz (112), der sich lateral von der un-
teren leitenden Metallschicht (132) oder von der
zweiten oberen leitenden Metallschicht (142) weg er-
streckt;
wobei die lichtdurchlassige Schicht (170) oberhalb
des Metallfortsatzes (112) angeordnet ist;
wobei die gemeinsame Elektrode (180) mindestens
Uber einen Teil der lichtdurchlassigen Schicht (170)
angeordnet ist;
wobei die gemeinsame Elektrode (180) die Durch-
kontaktierung (21) der Kontakte fillt; und
wobei die Durchkontaktierung (21) der Kontakte sich
durch die lichtdurchlassige Schicht (170) bis zu dem
Metallfortsatz (112) erstreckt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Schalt-
einrichtung (130) mittels der ersten oberen leitenden
Schicht (144) mit einem Photosensor (160) elektrisch
verbunden ist, wobei der Photosensor (160) Uber
dem Substrat (12) angeordnet ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die opake
Abschirmung (195) sich ungefahr 2 ym auf den Rand
der unteren leitenden Metallschicht (132) erstreckt,
die unterhalb des lichtempfindlichen Bereichs (251)
liegt.

4. Anordnung gemall Anspruch 1, wobei das

8/14



DE 60033913 T2 2007.12.06

lichtundurchlassige Material aufweist: Molybdan,
amorphes Silizium, Chrom, Tantal oder Aluminium.

5. Anordnung gemaf Anspruch 1, wobei die un-
tere leitende Metallschicht (132) aufweist: Alumini-
um, Chrom, Molybdan, Tantal oder Wolfram.

6. Anordnung gemaf Anspruch 1, wobei die ers-
te und die zweite obere leitende Metallschicht (144)
und (142) aufweisen: Aluminium, Chrom, Molybdan,
Tantal oder Wolfram.

7. Anordnung gemaf Anspruch 1, wobei die licht-
durchlassige dielektrische Schicht (170) ein organi-
sches dielektrisches Material, ein anorganisches die-
lektrisches Material, eine Kombination hiervon oder
mehrere Schichten (171) und (172) hiervon aufweist.

8. Anordnung gemafd Anspruch 7, wobei das or-
ganische dielektrische Material aus einer Gruppe von
Polyimid, Polyamid, Polycarbonat, Polyester, Poly-
phenylester, Acryl und Gemischen davon ausgewahlt
ist und wobei das anorganische dielektrische Materi-
al aus der Gruppe von Siliziumoxid, Siliziumnitrid und
Siliziumoxynitrid ausgewahlt ist.

9. Anordnung gemaf Anspruch 1, wobei die Ba-
siselektrode (180) aus der Gruppe von Indi-
um-Zinn-Oxid, Indiumoxid und Zinnoxid ausgewahlt
ist.

10. Anordnung gemal Anspruch 1, wobei die
Schalteinrichtung (130) ein Dunnfilmtransistor, die
untere leitende Metallschicht (132) eine Gate-Elek-
trode und die erste und die zweite obere leitende Me-
tallschicht (144) und (142) jeweils die Source- und die
Drain-Elektroden sind.

11. Anordnung gemafy Anspruch 1, wobei die
opake Abdeckung (198) ungefahr 5 ym tber die Kan-
te der Kontakt-Durchkontakierung (21) hinausragt.

12. Strahlungs-Bildaufnahmevorrichtung  (10),
die auf einem Substrat (12) angeordnet ist, wobei die
Bildaufnahmevorrichtung (10) aufweist:
ein aktives Array (14), das mehrere Pixel (120) und
mehrere Adressierungsverbindungen (11) aufwei-
sen, wobei die mehreren Pixel (120) in einer Matrix
aus Reihen und Zeilen angeordnet sind, wobei jedes
Pixel eine Schalteinrichtung (130) aufweist, die elek-
trisch mit einem entsprechenden Photosensor (160)
verbunden ist, wobei jede der Adressierungsverbin-
dungen (11) elektrisch in Kontakt mit einem entspre-
chenden Pixel (120) ist, und wobei jede der Schalt-
einrichtungen (130) einen photosensitiven Bereich
(250) hat, der eine Anordnung gemaf einem der vor-
hergehenden Anspruche aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 6b
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